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1.背景 マイクロマシン（MEMS）技術やマイクロ流体システムの研究が活発化している[1]。流体システム用の

圧電アクチュエータの研究が多くある中で、PZT アクチュエータは圧電特性が優れ広く応用されている。

PZT 薄膜の作製法として溶液法であるゾルゲル法がある。従来ゾルゲル法による PZT 薄膜の作製には

600 ℃以上の高温焼成が必要であり、最近では低温成膜の報告例があるが薄膜（<200nm）に限られて

いた[2]。一方、アクチュエータとしては厚膜(>500 nm)が必要となるので、ゾルゲル法を用いて低温で

かつ厚膜の PZT 膜を形成することは大きな課題であった。 

本研究ではオゾン中での UV 加熱処理(UV/O3加熱処理)を用いて

PZT 薄膜の低温作製を試みた。従来 UV/O3 処理は基板洗浄に用い

られていたが、近年では溶液プロセスにおける酸化物薄膜のプロセ

スの低温化に適応され始めている[3]。今回我々は PZT 薄膜作成の

低温化に UV/O3加熱処理を適応した。 

2.実験方法 PZT の原料として薄膜形成剤 (N) PZT 25 wt% 

(120/40/60) (三菱マテリアル) 溶液を、熱酸化膜(500 nm)付シリコ

ン基板上にスピンコーティングで塗布し、大気中でホットプレート

により乾燥、UV/O3加熱処理を行った。その後ホットプレートによ

り 450 ℃10 分大気中で結晶化させた。 

3.結果および考察  XRD による結晶性、電界-分極のヒステリシス

曲線の特性評価を図 1 および図 2 に示す。今回作製した PZT 薄膜

は 1 層あたり 150 nm であった。これを 4 回繰り返すと焼成上がり

で 600 nm の厚みが得られる。一層あたりの薄膜の圧電特性は残留

分極 23.6 µC/cm2、抗電界 109 kV/cm、リーク電流は 1.0 µA/cm2、   

1.1 MV/cmであった。 

以上より UV/O3 加熱処理を用いることで MEMS 応用に適する

Pb(Zr,Ti)O3膜の作製がゾルゲル法用いて低温で作製可能になった。 
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Fig.1 XRDによる結晶性 

Fig.2 電界-分極のヒステリシス曲線 
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